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窒素含有グラフェン
平坦性、透明性、半導体性を有する高機能グラフェンのソリューションプラズマ合成
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発明のポイント

発明の概要

従来技術との比較・優位性 

想定される用途

ソリューションプラズマ法により、高窒素含有グラ
フェンを常温常圧で、簡便に、低コストで、大量合
成可能。

ヘテロ原子（窒素）の高ドーピング
状態においても平坦性を維持してお
り、透明で、結晶性の高いヘテロ元
素含有グラフェンを実現。
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